
 

図 2 電流電圧特性 

1.E-06

1.E-04

1.E-02

1.E+00

1.E+02

-6 -4 -2 0 2

102

100

10-2

10-4

10-6

C
u

rr
e
n

t 
d

e
n

s
it

y
 (

A
/c

m
2
)

Voltage (V)

4

ダイヤモンド素子を用いたレクテナ回路の作製 
Fabrication of rectenna circuit using diamond Schottky barrier diodes 
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1. はじめに 

近年，無線電力伝送が注目されている．無

線電力伝送には，高出力，高効率なレクテナ

回路が必要であり，ダイヤモンドは高絶縁

破壊電界であるため非常に有望である[1]．

今回ダイヤモンドでレクテナ回路を作製し，

動作実証したので報告する． 

 

2. 実験方法 

図 1 に作製したレクテナ回路を示す．入

力された高周波(RF)電力は直流(DC)電力と

して出力される．回路の D1，D2 はダイヤ

モンドショットキーバリアダイオード

(SBD)で構成されている．水素終端(001)ダ

イヤモンドに NO2ホールドーピングを施し，

Al でショットキー電極を形成したものであ

る．また，信号発生器で発生させた周波数

10 MHz，振幅 9 V の RF信号を入力とした． 

 

3. 実験結果 

図 2 にダイヤモンド SBD の I-V 特性を示

す．良好なショットキー特性を示し，2 V 時

の電流密度は 23.6 A/cm2であった． 

図 3 に作製したダイヤモンドレクテナ回

路による入出力波形を示す．図より振幅 9 V

の RF が負荷 R で約 4 V の DC に変換され

ていることがわかり，ダイヤモンドレクテ

ナ回路の動作を実証した． 

 

4. まとめ 

ダイヤモンドを用いてレクテナ回路を作

製し，RF-DC 変換の動作を実証した． 
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図 1 レクテナ回路 
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図 3 ダイヤモンド 

レクテナ回路の入出力波形 
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